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摘要  为了独立控制鞘层附近区域离子密度和离子能量分布，采用光发射谱(OES)测量技术，对不同射频功率、
放电气压和基底偏压下感应耦合等离子体鞘层附近区域辉光特性进行了研究。原子谱线和离子谱线特性分析表
明，在鞘层附近区域感应耦合等离子体具有较高的离子密度和较低的电子温度。改变放电气压和射频功率，对得
到的光谱特性分析表明，鞘层附近区域离子密度随射频功率的增大而线性增大，在低压下随气压的升高而增大。
低激发电位原子谱线强度增加迅速，高激发电位原子谱线强度增加缓慢，而离子谱线强度增加很不明显。改变基
底直流偏压，对得到的发射光谱强度变化分析表明，谱线强度随基底正偏压的增加而增大。随着基底负偏压的加

入，谱线强度先减小而后增大;直流偏压为-30 V时，光谱强度最弱。快速离子和电子是引起Ar激发和电离过程的
主要能量来源。  
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